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Introducao

A dopagem do oxido de tungsténio (WO,) com molibdénio tem sido
estudada para modificar o desempenho fotocatalitico de 6xidos de metais
de transicao [1] e [2]. Nesses estudos, a insercao do dopante traz ainda
mudancas na estrutura cristalina e na morfologia, de modo que os efeitos
do metal dopante e o seu efeito especifico no processo fotocatalitico ainda
nao sao completamente compreendidos. Nesse sentido, este trabalho tem
como objetivo analisar a influéncia da dopagem com diferentes
concentracdes de molibdénio na estrutura do oxido de tungsténio; assim,
0s Oxidos cuja dopagem nao resulte em modificacfes morfoldgicas serao
selecionados para estudos em processos fotocataliticos.

Metodologia

Quatro substratos de silicio de dimensdes 1 cm x 2 cm e sete de
dimensdes 1 cm x 1 cm foram limpos com etanol durante 30 min, lavados
com agua milli-Q e secos em estufa durante 90 min. A deposicao do oxido
de tungsténio sobre os substratos foi realizada por sputtering em
atmosfera de oxigénio de um alvo de tungsténio. Os filmes foram
dopados por dip coating em solugcoes de Mo,Cl_ em metanol seco. Apos
um periodo de repouso, os filmes foram submetidos a tratamento térmico
a 60 °C (75 min) e annealing a 550 °C (2h).

Resultados

A espessura, a densidade e a rugosidade dos filmes de oxido de
tungsténio recém depositados foram determinadas por reflectancia de
raios X (Figura 1). Na Figura 2, estao apresentados espectros Raman dos

filmes com diferentes concentracoes de molibdenio.
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Figura 1: Refletividade do oxido de tungsténio no substrato de silicio
(filmes de 17 nm de espessura, 0,67 nm de rugosidade e 5,6 g cm™ de

densidade)

Os filmes foram analisados por difracao de raios X, espectroscopia
Raman e espectrometria de retroespalhamento Rutherford (RBS). Os
difratogramas e respectivos espectros Raman do filme nao dopado (sem
annealing) e dos filmes dopados (com annealing) com concentracoes
iguais a 118,2 mmol L* e 59,1 mmol L™ de MDECIN sao mostrados na Figura
2, bem como os espectros de RBS.
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Figura 2: Difratogramas e espectros Raman dos filmes de oxido de
tungsténio apods annealing dopados com: a) 118,2 mmol L*, b) 59,1 mmol L™
de Mo,Cl e c) ndo dopado e sem annealing. d) RBS He* 3 MeV.

Conclusao

Os filmes foram dopados com sucesso, e os difratogramas mostram
que a estrutura preferencial € a monoclinica. Até 59,1 mmol L* nao foi
observada modificacao estrutural nos filmes dopados com Mo, Cl_ . Porem,
nos filmes dopados com 118,2 mmol L™ de Mo,Cl, observou-se separagdo
de fases, com a formacao de trioxido de molibdénio ortorrombico. Dessa
forma, filmes dopados ate 59,1 mmol L* poderao ser usados para
caracterizar, sem duvida, o efeito da presenca do Mo na atividade
fotocatalitica dos 0xidos de tungsténio.
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